
TRUNG TÂM KTTH­HN NHA TRANG
GV: ĐINH H U HOÀNGỮ



A. M c tiêuụ

1. Ki n th cế ứ

2. Kĩ năng

3. Thái độ

•  Bi t đ c ế ượ kí hi u, c u t o, công d ng,  thông s  kĩ ệ ấ ạ ụ ố
thu t, c a diode, transistor, thyristor, triac, diacậ ủ .   

•  Nh n bi t kí hi u, s  li u kĩ thu t, hình dáng c a diode, ậ ế ệ ố ệ ậ ủ
transistor, thyristor, triac, diac.

•  T p trung, tích c c làm vi c ậ ự ệ
nhóm



B. Bài 
h cọI. DIODE

1. Giới thiệu sơ lược về chất bán dẫn N-P.

a. Đ nh nghĩaị

Ch t bán d n là ch t ấ ẫ ấ n u ế  đi u ki n bình th ng ở ề ệ ườ thì        (1)         , 
n u b  ế ị tác đ ng b i   (2 )       , ánh sáng, đi n tr ngộ ở ệ ườ  thì nó d n đi nẫ ệ  
  .

không d n đi nẫ ệ
nhi t đệ ộ



b. C u t o_Phân lo iấ ạ ạ :

+ Lo i 1ạ : Ch t bán d n  (3) : ch t bán d n ấ ẫ ấ ẫ không có t p ạ
ch tấ , thành ph n ch  có    (4)     thu c nhóm 4 trong b ng ầ ỉ ộ ả
HTTH có c u t o: m ng tinh thấ ạ ạ ể. T i  ạ nút m ng là 1 nguyên ạ
t     ử (5)     liên k t 4 nguyên t  khác b ng cách góp 4  ế ử ằ (6)       
hoá tr  ị c a mình v i  4 đi n t  c a 4 nguyên t   đó.ủ ớ ệ ử ủ ử

B. Bài 
h cọI. DIODE

1. Giới thiệu sơ lược về chất bán dẫn N-P.
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b. C u t o_Phân lo iấ ạ ạ :

+ Lo i 1ạ :   đi u ki n th ng ch a có h t mang đi n Ở ề ệ ườ ư ạ ệ .Tuy 
nhiên khi cho ánh sáng t  ngo i ho c gia nhi t ho c đi n ử ạ ặ ệ ặ ệ
tr ng tác đ ng lên ch t bán d n thu n thì làm cho các ườ ộ ấ ẫ ầ
nguyên t  t i nút dao đ ng m nh khi n cho liên k t nút ử ạ ộ ạ ế ế
m ng b  v  và ạ ị ỡ đi n t  hoá trệ ử ị đ c gi i phóng kéo theo t i v  ượ ả ạ ị
trí liên k t cũ xu t hi n m t ế ấ ệ ộ l  tr ngỗ ố . Nh  v y ư ậ ch t bán d n ấ ẫ
thu n khi có kích thích t o ra h t mang đi n là đi n t  t  do ầ ạ ạ ệ ệ ử ự
có đi n tích    ệ (7), l  tr ng có đi n tích  ỗ ố ệ (8)    v i m t đ  nh  ớ ậ ộ ư
nhau và r t nh  nên đ  d n đi n c a nó kémấ ỏ ộ ẫ ệ ủ .

B. Bài 
h cọ

(­1)
(+1)

1. Giới thiệu sơ lược về chất bán dẫn N-P.
I. DIODE



b. C u t o_Phân lo i:ấ ạ ạ

•  Đ  tăng đ  d n đi n ể ộ ẫ ệ t c làm ứ tăng m t đ  h t mang đi n ậ ộ ạ ệ
và làm m t cân b ng m t đ  2 lo i h t mang đi n ấ ằ ậ ộ ạ ạ ệ b ng cách ằ
pha thêm       (10)    vào ch t bán d n thu nấ ẫ ầ . 

+ Lo i 2:ạ  Ch t bán d n lo i N (negative)ấ ẫ ạ .
N u ế pha photpho (hoá tr  5) vào tinh th  Si (hoá tr  4) ị ể ị thì 4 đi n ệ
t   photpho k t h p v i 4 đi n t  Si th a 1 đi n t . Khi có ử ế ợ ớ ệ ử ừ ệ ử
kích thích nó tr  thành đi n t  t  do và nguyên t  photpho ở ệ ử ự ử
thành iôn âm. C  1 nguyên t  P t o thêm 1 đi n t  t  do nên ứ ử ạ ệ ử ự
k t qu  là m t đ  đi n t  t  do ế ả ậ ộ ệ ử ự (11) m t đ  l  tr ngậ ộ ỗ ố  .

B. Bài 
h cọ

t p ch tạ ấ

>

1. Giới thiệu sơ lược về chất bán dẫn N-P.
I. DIODE

Ch t bán d n lo i ấ ẫ ạ
N:



Lo i 2: ạ N 
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Ñieän töû
töïdoSiSi

SiSi

SiSi SiSi P
Lo i 3: ạ P 
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đi n t  là h t chi m …… ệ ử ạ ế

l  tr ng là h t chi m …ỗ ố ạ ế

đa số

thi u sể ố

Ch t bán d n lo i ấ ẫ ạ
N:

Ch t bán d n lo i P:ấ ẫ ạ

đi n t  là h t chi m …… ệ ử ạ ế
l  tr ng là h t chi m …ỗ ố ạ ế đa số

thi u sể ố

1. Giới thiệu sơ lược về chất bán dẫn N-P.
I. DIODE



b. C u t o_Phân lo i:ấ ạ ạ
+ Lo i 3:ạ  Ch t bán d n lo i P (Positive)ấ ẫ ạ .
N u ế pha Al(Bo) (hoá tr  3) vào tinh th  Si (hoá tr  4) ị ể ị thì  3 đi n t   Al ệ ử
(Bo) k t h p v i 3 đi n t   Si thi u 1 đi n t  nghĩa là thêm 1 l  ế ợ ớ ệ ử ế ệ ử ỗ
tr ng. Khi có kích thích, 1 đi n t    liên k t bên c nh s  l p tr ng ố ệ ử ở ế ạ ẽ ấ ố
và nguyên t  t p ch t thành ion âm đ ng th i sinh ra 1 l  tr ng m i. ử ạ ấ ồ ờ ỗ ố ớ
C  1 nguyên t  Al (Bo) t o thêm 1 l  tr ng nên ứ ử ạ ỗ ố k t qu  là m t đ  ế ả ậ ộ
đi n t  t  do ệ ử ự (12) m t đ  l  tr ng.ậ ộ ỗ ố

B. Bài 
h cọ

<

1. Giới thiệu sơ lược về chất bán dẫn N-P.

I. DIODE



B. Bài h cọ

T t c  các linh ki n tích c c đ u đ c ch  t o ch t bán d n lo i P và lo i N. Tùy ấ ả ệ ự ề ượ ế ạ ấ ẫ ạ ạ
theo cách t  h p c a các ti p giáp P­N s  t o ra các linh ki n bán d n khác nhauổ ợ ủ ế ẽ ạ ệ ẫ

2. C u t o và ký hi u Diodấ ạ ệ
a. C u t o ấ ạ
•  G m hai l p ch t bán d n  (13)  ghép l i v i nhauồ ớ ấ ẫ ạ ớ . T i n i ạ ơ
ghép s  hình thành vùng r t h p ch a ít h t mang đi n tích, g i là ẽ ấ ẹ ứ ạ ệ ọ
mi n ti p giáp ề ế P­N(vùng nghèo).T i mi n ti p giáp t n t i            ạ ề ế ồ ạ
        có tác d ng c n tr  s  khu ch tán đi n tích qua l i gi a 2 ụ ả ở ự ế ệ ạ ữ
mi n ti p giáp. ề ế
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B. Bài h cọ

2. C u t o và ký hi u Diodấ ạ ệ
b. Tính ch t ch nh l u c a diodeấ ỉ ư ủ

I. DIODE

•  Phân c c thu nự ậ
Đ t vào ặ Anod m t    (14)         , Catod    (15)        hay ộ đi n th    ệ ế ở
Anod (16)đi n th  Catod thì diode d n đi n theo m t chi u t  ệ ế ẫ ệ ộ ề ừ
(17) sang (18) có dòng đi n thu n (ệ ậ Ith) và đi n áp thu n trên ệ ậ
Anod và Catod là Uth=0,7V (Si) và 0,3V(Ge).

•  Chú ý:  
+  Tr ng thái diode d n đi n: là tr ng thái xu t ạ ẫ ệ ạ ấ
hi n s  khu ch tán qua l i c a các h t mang đi n ệ ự ế ạ ủ ạ ệ
tích gi a 2 l p bán d n P­N.ữ ớ ẫ
+  Theo qui  c chi u dòng đi n là dòng c a các ướ ề ệ ủ
h t mang đi n tích d ng (l  tr ng).ạ ệ ươ ỗ ố

+
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B. Bài h cọ

2. C u t o và ký hi u Diodấ ạ ệ
b. Tính ch t ch nh l u c a diodeấ ỉ ư ủ

I. DIODE

•  Phân c c ngh chự ị
Đ t vào   ặ (19)      m t đi n th  âm,   (20)      đi n th  d ng hay ộ ệ ế ệ ế ươ
đi n th    Anod  ệ ế ở (21) đi n th  Catod thì diode không d n đi n ệ ế ẫ ệ
có dòng đi n ng c r t nh  (ệ ượ ấ ỏ Ing) và đi n áp ng c trên Anod ệ ượ
và Catod b ng đi n áp ngu n c p .ằ ệ ồ ấ

Khi phân c c ngh ch, không đ c tăng       >       : áp đánh th ng ự ị ượ ủ
khi đó diode b  nóng , mi n ti p giáp b  đánh th ng, h ngị ề ế ị ủ ỏ

DCU brU
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Mi n ti p ề ế
giáp P­N

Ect
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Diode d n đi n m t chi u t  A qua ẫ ệ ộ ề ừ
K khi đ c phân c c thu nượ ự ậ        >       
= 0.7V (Si); 0.3V (Ge)

DCU txU
Diode không d n đi n ẫ ệ
khi đ c phân c c ượ ự
ngh chị

B. Bài h cọ

Tóm l iạ
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Phaân cöïc thuaän

DCU

b. Tính ch t ch nh l u c a diodeấ ỉ ư ủ
2. C u t o và ký hi u ấ ạ ệ
Diod

I. DIODE

Tính ch nh l u c a diode là tính    (22)      m t chi u   (23)          ỉ ư ủ ộ ề
khi đ c    (24).ượ
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B. Bài h cọ
I. DIODE

Tóm l iạ
b. Tính ch t ch nh l u c a diodeấ ỉ ư ủ

•  Diode ho t đ ng nh  ạ ộ ư van n c m t chi uướ ộ ề : Đi n th  ệ ế có th  xem nh  là ể ư áp su t n cấ ướ , 
dòng đi nệ  nh  là ư dòng n cướ , mi n ti p giáp(  vùng nghèo ) diode ề ế nh  là ư ch t (khóa)ố . 
•  Tr ng thái d n đi n ạ ẫ ệ c a diode nh  là ủ ư tr ng thái van m  n cạ ở ướ , tr ng thái ạ không d nẫ
 đi n ệ nh  là tr ng thái ư ạ van khóa n cướ .
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2. C u t o và ký hi u ấ ạ ệ
Diode
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